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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

本研究では、近年注目されているトポロジカル物質を基板上に直接作製・パターン
を行う手法の開拓を目的とする。用いた物質群は2次元層状化合物であり、その表
面上へと化学的な処理を施すことで、トポロジカル絶縁体相へと変換するための手
法開拓を目指し、研究を行なった。そのための検証デバイスとして、電子線描画装
置やエッチング装置を利用させて頂いた。

実験
Experimental

原子層半導体(MoS2)をチャネルとしたトランジスタを作製した。電子線描画装
置F7000Sを使用して、基板上へと剥離したMoS2表面へと電極パターンを形成し
た。レジストにはZEP520を用いた。半導体パラメータを用いて、得られたデバイ
スの特性を検証した。

結果と考察
Results and Discussion

図1に作製したトランジスタの光顕写真と伝導度の温度依存性を示す。作製したト
ランジスタに対して、伝導度の温度依存性を計測したところ、温度の低下と共に伝
導度の上昇を確認し、金属的な特性が観測された。したがって、目的とするトポロ
ジカル絶縁体相の発現が示唆されるに至った。この伝導挙動は、大気下、真空下で
も確認された。
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図1 (a)作製した単層MoS2デバイスの顕微鏡写真、(b)抵抗測定(Rxx)の温度依存性
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